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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置結構，包含：
一閘電極層，設置在一半導體層上方；

一源極/汲極區，與該半導體層相鄰設置；
一層間介電層，設置在該源極/汲極區上方；
一導電特徵，設置在該源極/汲極區上方的該層間介電層中；以及
一第一介電層，設置在該閘電極層與該導電特徵之間，其中該第一介電層具有在從該導

電特徵至該閘電極層的一方向上減小的一 Si-C-Si濃度分佈。
2.　如請求項 1所述之半導體裝置結構，進一步包含設置在該源極/汲極區與該導電特徵之間
的一矽化物層。

3.　如請求項 2所述之半導體裝置結構，進一步包含設置在該矽化物層與該導電特徵之間的
一金屬層。

4.　如請求項 1所述之半導體裝置結構，進一步包含設置在該第一介電層與該閘電極層之間
的一第二介電層。

5.　一種半導體裝置結構，包含：
一閘電極層，設置在一半導體層上方；

一源極/汲極區，與該半導體層相鄰設置；
一層間介電層，設置在該源極/汲極區上方；
一導電特徵，設置在該源極/汲極區上方的該層間介電層中；
一第一介電層，設置在該閘電極層與該導電特徵之間；

與該第一介電層不同的一第二介電層，設置在該第一介電層與該閘電極層之間；

一接觸蝕刻終止層，設置在該第二介電層與該閘電極層之間；以及

一間隔物，設置在該接觸蝕刻終止層與該閘電極層之間，
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其中該第一介電層具有在從該導電特徵至該第二介電層的一方向上減小的一 Si-C-Si濃度
分佈。

6.　如請求項 5所述之半導體裝置結構，其中該第一及第二介電層以及該接觸蝕刻終止層設
置在該源極/汲極區上方。

7.　如請求項 6所述之半導體裝置結構，其中該間隔物設置在該半導體層上方。
8.　一種形成半導體裝置結構的方法，包含：
形成一源極/汲極區；
在該源極/汲極區上方沉積一接觸蝕刻終止層；
在該接觸蝕刻終止層上方沉積一層間介電層；

在該層間介電層及該接觸蝕刻終止層中形成一開口以曝露該源極/汲極區；
藉由一循環化學氣相沉積製程在該開口中沉積一介電層，包含：

在該開口中沉積一第一層；

在該第一層上沉積一第二層，其中該第一層與該第二層藉由凡得瓦力連接；以及

執行一處理製程以對該第一層與該第二層進行交聯；

移除該介電層之一部分以曝露該源極/汲極區；以及
在該源極/汲極區上選擇性地形成一矽化物層。

9.　如請求項 8所述之方法，其中藉由該循環化學氣相沉積製程在該開口中沉積該介電層進
一步包含在該第二層上沉積一第三層，其中該第二層與該第三層藉由凡得瓦力連接。

10.   如請求項 8所述之方法，進一步包含在該移除該介電層之該部分之後且在該選擇性地形
成該矽化物層之前執行一灰化製程。

圖式簡單說明

本揭露的態樣在與隨附諸圖一起研讀時自以下詳細描述內容來最佳地理解。應注意，根

據行業中的標準規範，各種特徵未按比例繪製。實際上，各種特徵的維度可為了論述清楚經

任意地增大或減小。

第 1圖、第 2圖、第 3圖、第 4圖、第 5圖、第 6圖是根據一些實施例的製造半導體裝置結
構的各種階段之透視圖。

第 7A圖、第 7B圖、及第 7C圖分別是沿著第 6圖之線 A-A、線 B-B、及線 C-C截取的半導
體裝置結構之橫截面側視圖。

第 8A圖、第 8B圖、及第 8C圖是根據一些實施例的分別沿著第 6圖之線 A-A、線 B-B、及
線 C-C截取的製造半導體裝置結構的各種階段中之一者之橫截面側視圖。
第 9A圖、第 9B圖、及第 9C圖分別是根據一些實施例的沿著第 6圖之線 A-A、線 B-B、及
線 C-C截取的製造半導體裝置結構的各種階段中之一者之橫截面側視圖。
第 10A圖、第 10B圖、及第 10C圖分別是根據一些實施例的沿著第 6圖之線 A-A、線 B-B、
及線 C-C截取的製造半導體裝置結構的各種階段中之一者之橫截面側視圖。
第 11A圖、第 11B圖、及第 11C圖是根據一些實施例的分別沿著第 6圖之線 A-A、線 B-B、
及線 C-C截取的製造半導體裝置結構的各種階段中之一者之橫截面側視圖。
第 12A圖、第 12B圖、及第 12C圖是根據一些實施例的分別沿著第 6圖之線 A-A、線 B-B、
及線 C-C截取的製造半導體裝置結構的各種階段中之一者之橫截面側視圖。
第 13A圖、第 13B圖、第 13C圖、第 13D圖、第 13D-1圖、第 13E圖、第 13F圖、第 13G
圖、及第 13G-1圖是根據一些實施例的沿著第 6圖之線 A-A截取的製造半導體裝置結構的各
種階段之橫截面側視圖。

第 13G-2圖是根據一些實施例的沿著第 6圖之線 C-C截取的製造半導體裝置結構的各種階段
中之一者之橫截面側視圖。
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第 14A圖、第 14B圖、第 14C圖、第 14D圖、及第 14E圖是根據替代實施例的沿著第 6圖
之線 A-A截取的製造半導體裝置結構的各種階段之橫截面側視圖。
第 15A圖、第 15B圖、第 15C圖、及第 15D圖是根據替代實施例的沿著第 6圖之線 A-A截
取的製造半導體裝置結構的各種階段之橫截面側視圖。

(3)

- 8551 -



(4)

- 8552 -



(5)

- 8553 -



(6)

- 8554 -



(7)

- 8555 -



(8)

- 8556 -



(9)

- 8557 -



(10)

- 8558 -



(11)

- 8559 -



(12)

- 8560 -



(13)

- 8561 -



(14)

- 8562 -



(15)

- 8563 -



(16)

- 8564 -



(17)

- 8565 -



(18)

- 8566 -



(19)

- 8567 -



(20)

- 8568 -



(21)

- 8569 -



(22)

- 8570 -



(23)

- 8571 -



(24)

- 8572 -



(25)

- 8573 -



(26)

- 8574 -



(27)

- 8575 -



(28)

- 8576 -



(29)

- 8577 -



(30)

- 8578 -



(31)

- 8579 -



(32)

- 8580 -



(33)

- 8581 -



(34)

- 8582 -



(35)

- 8583 -


